
Black-LN , Black-LT ウェーハ

Black-LN
3.46E+10 Ω・ｃｍ

Black-LT
6.45E+10 Ω・ｃｍ

Black-LT
1.25E+11 Ω・ｃｍ

通常のLNウェーハ
5.34E+14 Ω・ｃｍ （株）山寿セラミックスと共同開発

ウェーハ深さ方向における
体積抵抗率測定結果

ウェーハ深さ方向に体積抵抗率は一定であることを確認

処理後

ウエーハ厚み（mm）
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C-LNウェーハを所望の抵抗率に制御する技術を確立

9.0E+9 Ωcm

1.0E+13 Ωcm



抵抗率に対する反転閾値
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z-cut,C-LN（500 µm厚）
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分極反転するときの結晶の構成原子の温度が
一定であると仮定



分極反転後
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ジュール熱と分極反転のメカニズム
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ジュール熱 H は、一定（仮定）F = Ez



電界印加法による分極反転
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印加電圧 500 Vにおける分極反転形状

EB描画パターン
（電極パターン）
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分極反転後の
エッチングパターン

分極反転領域



反転深さはおよそ 5～6 µm
（500V、2分30秒間保持）

SEM 観察像+y

+x

-z

印加電圧 500V  の時の -z 面の分極反転形状

断面
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30分間 保持

印加電圧 100V  の時の -z 面の分極反転形状
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3D 顕微鏡像

15µm



まとめ

-z 面に均一な周期分極反転形状を作製することができた。

1010Ω・cm ：Black-LNC-LN 結晶：1014Ω・cm

C-LN 結晶の抵抗率を自在に制御する技術を確立

山寿セラミックスと共同研究

～21kV/mm 0.2 kV/mm、DC

従来の 1/100 以下の電圧においても分極反転することが分かった。

分極反転するときの結晶の構成原子の温度が一定であると仮定

反転深さ：5～6µm（500V）

 Vth ∝ρ
1/2


